esp@cenet document view Page 1 of 1 



Active semiconductor module 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 
Applicant: 

Classification: 

- international: 

- european: 



DE1 984991 9 
1999-05-12 

DEUMER HEIKO DR (DE) 
DUEWAG AG (DE) 



H01L23/15; H01L23/36; H01L23/427 
H01L23/427 

Application number: DE1 9981 04991 9 19981029 

priority number(s): DE19981049919 19981029; DE1 9972019778U 
19971107 



Report a data error here 



Abstract of DE1 984991 9 
The module has at least one semiconductor 
module (1). This is fastened to a metallised, 
electrically insulating ceramic substrate (2). 
The module also has a base plate (3) which 
has at least one heat pipe (4). The ceramic 
substrate is soldered directly onto the base 
plate. 
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Rechercheantrag gem. Paragraph 43 Abs. 1 Satz PatG ist gestellt 
® Leistungshalbleitermodul 

@ Ein Leistungshalbleitermodul hat mindestens ein Halb- 
leiterbauelement (1) und eine Basisplatte (3), die zumin- 
dest ein Warmerohr (4) aufweist. Das Halbleiterbauele- 
ment (1) ist auf einem metallisierten, elektrisch isolieren- 
den Keramiksubstrat (2) befestigt, wobei das Keramiksub- 
strat (2) direkt - ohne eine f ruher ubliche Tragerpiatte - auf 
die Basisplatte (3) mit Warmerohr (4) gelotet ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Leistungshalbleitermo- 
dul mit mindestens einem Halbleiterbauelement, das auf ei- 
nem metallisierten, elektrisch isolierenden Keramiksubstrat 5 
befestigt ist, und mit einer Basisplatte, die zumindest ein 
Warmerohr aufweist. 

Die im Halbleiterbauelement entstehende Verlustwarme 
begrenzt in der Regei die elektrischen Parameter, insbeson- 
dere die Schaltfrequenz. Vor allem in Anbetracht der mit 10 
modemen Halbleiterbauelementen erreichbaren Leistungs- 
dichten werden Technologien zur Kuhlung realisiert, die 
insbesondere auf dem Einsatz von Warmerohren (heatpipes) 
beruhen. 

Bei einem zum Stand der Technik gehorenden Leistungs- 15 
halbleitermodul mit den eingangs genannten Gattungsmerk- 
malen ist das mit dem Halbleiterbauelement versehene Ke- 
ramiksubstrat durch Lbten mit einer Tragerplatte (Zwi- 
schen-Basisplatte) verbunden, die ihrerseits tiber Schrauben 
an der das Warmerohr aufweisenden Basisplatte des gesam- 20 
ten Kuhlkorpers befestigt ist. Bei dieser Bauweise wird als 
nachtcilig angesehen, daB die Tragerplatte und die Basis- 
platte zum Erzeugen der erforderlichen ebenen Kontaktfla- 
chen mechanisch bearbeitet werden miissen; zusatziich ist 
es notwendig, zwischen den Kontaktflachen der beiden vor- 25 
genannten Platten Warmeleitpaste einzusetzen. 

Durch die DE-OS 35 04 992 ist ein Leistungshalbleiter- 
modul mit zumindest einem Warmerohr bekannt, das auf 
der dem Halbleiterbauelement zugewandten Seite im Sub- 
strat integriert ist. Die Nachteile eines solchen Moduls lie- 30 
gen in dem erheblichen Fertigungsaufwand und der be- 
grenzten Warmeabfuhr. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Leistungs- 
halbleitermodul im Hinblick auf eine moglichst hohe Ver- 
lusdeistungsabfuhr und eine einfache, kostengunstige Ferti- 35 
gung auszubilden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB das Keramiksubstrat direkt auf die Basisplatte gelotet 
ist. 

Das direkte Aufloten des Keramiksubstrats auf die Basis- 40 
platte ermoglicht vorteilhaft die Anwendung von Standard- 
bauteilen und damit eine besonders kostengunstige Ferti- 
gung des Leistungshalbleitermoduls. Durch das besagte di- 
rekte Aufloten, bei dem eine friiher ubliche Tragerplatte 
(Zwischen-Basisplatte) entfallt, verringert sich auBerdem 45 
gunstig der thermische Ubergangswiderstand innerhalb des 
Moduls, so daB eine hohere, forcierte Abfuhr von Verlusdei- 
stung erreicht wird. 

GemaB dem in der Zeichnung schematisch und als Aus- 
schnitt dargestellten Ausfiihrungsbeispiel eines Leistungs- 50 
halbieitermoduls nach der Erfindung ist ein Leistungshalb- 
leiter-Bauelement 1 durch Loten (Lotschicht 5) mit einem 
elektrisch isolierenden Keramiksubstrat 2 verbunden, das 
auf jeder Seite eine Kupferschicht 6 aufweist. Die Kupfer- 
schichten 6 konnen zum besseren Loten vernickelt sein. Um 55 
die thermische Ausdehnung zu begrenzen, besteht die Mog- 
lichkeit, hier nicht gezeigte Molybdanzwischenscheiben 
einzusetzen, die allerdings nicht zwingend sind. Die Dicke 
des Keramiksubstrats 2 kann den geforderten elektrischen 
Parametern frei angepafit werden, beispielsweise zum Erzie- 60 
len sehr hoher Isolationswerte des Halbleiterbauelements 1 
gegenuber dem Bezugspotential einer Basisplatte 3. 

Das Keramiksubstrat 2 ist uber seine untere Kupfer- 
schicht 6 direkt auf die Basisplatte 3 gelotet (Lotschicht 7), 
in die ein Warmerohr 4 eingelassen ist. Es konnen Warme- 65 
rohre 4 mit oder ohne Kapillarstruktur verwendet werden. 
Die Anzahl der Warmerohre 4 sowie deren GroBe und die 
Anzahl der Kuhlrippen sind dem jeweiligen Anwendungs- 
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fall erttsprechend auszuwahlen. Nach dem Aufloten des Ke- 
ramiksubstrats 2 werden die Warmerohre 4 mit einer fiir den 
Anwendungsfall geeigneten Flussigkeit gefulit und mittels 
iiblicher Technologien verschlossen. 

Bezugszeichenliste 

1 Leistungshalbleiter-Bauelement 

2 Keramiksubstrat 

3 Basisplatte 

4 Warmerohr 

5 Lotschicht 

6 Kupferschicht 

7 Lotschicht 

Paten tanspriiche 

Leistungshalbleitermodul mit mindestens einem Halb- 
leiterbauelement (1), das auf einem metallisierten, 
elektrisch isolierenden Keramiksubstrat (2) befestigt 
ist, und mit einer Basisplatte (3), die zumindest ein 
Warmerohr (4) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Keramiksubstrat (2) direkt auf die Basisplatte (3) 
gelotet ist. 
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